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Kinetix taonlikdon istifada edilorax diffuziya yaxinlagmasinda cirlasma-
mis yarimkegiricilorda elktronlarin paylanma funksiyasinin izotrop hissasi
alinmigdir. Elextronlar kristalin ham deformasiya potensialindan, ham da pye-
zoelektrix potensialindan sapildixds elextron temperaturunun va paylanma fun-
ksiyasinin elextrix sahasinin intensivliyindan asililiqglart miiayyan edilmisdir.

Elextron temperaturu xarici sahanin intensivliyi ila miiayyan edildiyindan
paylanma funksiyasinin izotrop hissasi da bu sahadan giiclii astlidir. Ge kristali
iiciin elextrix sahasinin xaraxterik gqiymati hesablanmigdir.

Yixdasiyicit - fonon sisteminin qizmasinin ve fonon sovqu effexti-
nin yarimgkecgiricilordes elextromaqnit dalgalarinin yayilmasina tesirleri-

ns ayriligda bir ¢ox tedqgiqate¢ilar tersfinden baxilib [1;2]. Istor yiixda-

siyicilarin, isterse de fomomnlarin izotrop paylanmasinda nezerscarpacaq
deracede amizotroplug ve yayilma messlelorinds qeyri-xettilix yaradan
qizdirici sahalorin nezars alinmasi maraqli neticeler vers bilor.

Diffuziya yaxinlagsmasinda giiclu (qizdirici1) xarici elektrik ve ix-
tiyari maqnit sahslerinds bir tip (elektron) yurdasiyicilara malik cir-
lasmamis yarimgkegiricilorde paylanma funksiyasini tapaq. Xarici tesir
olaraq yarimkecirici Kristalda yayilan elektromaqnit dalgasinin elektrik
ve maqnit sahelorine baxilir. Bu sahelorin tesiri ile elektronlar

f(k)= f,(&)+ f,(k) qeyri-taraz paylanmaya malik olur. Diffuziya yaxin-

f1|:|f_fn|<< Jo sorti-

ni o6desin. Burada f;(&) izotrop paylanma funksiyasidir.

lagsmas1 gorti teleb edir ki, geyri-taraz slave f,

Yixdasiyicilar gefes defertlori ve bir-birleri ile toqqusaraq xarici

sahoden aldiglar: enerjini 6z aralarinda yeniden paylayarken /eE, <<kl

gorti elextrik sahosinin intensivliyinin E; ~ 10*V / sm -giymetine qoder

odenir [3] i- elektronlarin serbest yolunun orta uzunlugudur.

Gorunduyu rimi serbast yolun uzunlugunda elexktronlarin elextrix
sahesinden aldiqlari enerji onlarin orta istilik enerjisinden nezerscar-
pacaq derecede az olmalidir. Diffuziya sertini suretlor ti¢iin de yazmaq
mumgundir. Belo ki, yurdasiyicilarin istilix herexetinin orta sureti
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0’ ~k,T, dreyf horoxetinin siireti v, ~— E, oldugundan v, << ali-
m

nir. Burada 7 - elexktronlarin relaksasiya muddetidir.
Yarimxkecirici kristalda yayilan elextromaqnit dalgalarinin tezliyi
® yurdasiyicilarin miuxtelif sepici mearkezlerle toqqusma tezliyi v(e) -

den cox-cox boyur oldugda Bolsmanin xinetik tenliyinin hellinden pay-
lanma funksiyasinin izotrop hissesi tiguin

file)=cexpl - | &
01+1' ms, [eE(:)] v(e)

3v,(sT,) (@ @)+ (o) |

1)

ms,
alinir. Burada c- normallagdirici vurug, 7 ve I uygun olaraq kristal
gofasin vo fonon qazinin temperaturlari, e — elextonun yixki, s;— sesin
kristalda stureti, @, - tsiklotron tezliyi, m - elektronun xiitlesidir.
2 .mWUpt(s)

v (e,T)= S
o1y 3+t 7wh’s,

(2

olub elertronlarin fononlardan sepilme tezliyidir. #==+1 sepilmenin me-
xanizmini gosteron parametrdir. p(¢)- yurdasiyicilarin implusu W - se-

pilmenin ehtimalinin matris elementidir. (1) paylanmasini muxtelif limit
hallarinda arasdiraq.
1-ci hal: elektronlar hem enerjilorini, hom de impluslarini fo-

nonlara verir: bu halda v(¢)=v,(¢,7). Elextromaqnit dalgalar1 yiiksex

tezlikli olduqda (@, — a))2 >> p? gsorti odenildiyinden (1) ifadesinden

Anh’n £
f[] (8) = 3/2 exp|:_ :| (3)
[2mnT, (E)| T,(E)
aliriq. Buradan n — elektronlarin xonsentrasiyasidir;
TQ(E):TP 1+E+(:) (4)
El-xar

elektron gazinin temperaturu, E, = \/gsum(a)H —w)/e elektrik sahesi-

nin xaraxterik giyme tidir.
2-ci hal: elextronlar enerjilorini fononlara, impluslarini ise ionlara

verir. Bu halda yens do (@, —®)’ >>Vv’ sorti 6donilir.
Elextronlar kristal gefesin deformasiya potensialindan sepildixds
(t = +1), (1) tmumi paylanmasindan

£ E ’ E, e
g)=c,exp ——+ Infl+] =2 | —||, 5
file)=e,expl—— [Ej [ - ij (5)

p
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pyezoelektrik potensialdan sepilme halinda ise (t=-1)

€ e E,
g)=c,exp ——+ arctg| ——>¢ (6)
file)=eyexp) —ot g—arcig T E
alimir. Burada c¢, - normallasdirici vurug,
1
msy | 3v,(T,) |
2 xar = —| === (a)H - Cl))

e | v,(T,)
elextrik saheosinin xaraxterix qiymetidir. Her ixi sepilme mexanizmle-
rinde v, (&) =v,(T,)(T, /)" vo v,(&.T,)=v,(T,)T, /&) oldugu [4]
nozers alinmigdar.
~10°V /sm alinr.

Bu ise yuxarida qeyd edilen diffuziya yaxinlagmasinin nezre alinmasini
sortlondirir. (3)-(6) ifadslorinden bele bir mihim netice ¢ixir ki, elek-
tron temperaturu xarici sahenin intensivliyi ile mueyyen edildiyinden
paylanma funksiyaninin izotrop hissesi de bu saheden gicliu asili olur.

Ge xristali tigin aparilan hesablamalardan E, ,
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BJIASTHUE 3JIEKTPTUECKOT O I10.JI1 HA PACITPEJAEJIEHUE HOCUTEJIEN
3APSAJA B J1PPY3INOHHOM ITPUBJIMKEHHIT

X.ATACAHOB
PE3IOME

Hcrone3yst KHHETHYECKOe YpaBHEHHE, IMoJTyYeHa H30TPOIHasA YacTh HYHKLHH pacripe-
JieJIEHH: 5JIEKTPOHOB B HEBBIP OJKIEHHBIX ITOJIYTIPOBOJHHKAX B AU} dY3HOHHOM MPHOMKEHHH.
OrpefiesieHbl 3aBHCHMOCTH 3JIEKTPOHHOH TeMIiepaTypbl H GYHKUMH pacripefesieHHA OT Ha-
TPSDKEHHOCTH HJIEKTPHYECKOTO TIOJIA TPH PacCesHHH 3JIEKTPOHOB KaK Ha [e(opMaLHOHHOM
TOTEHLHAJIE, TaK H IThe303JIEKTPHUECKOM IOTEHLHAJlE KPHCTAIIA.

H3-3a TOTO, 4TO 3JIEKTPOHHAs TEMITEPATYPa OIIPEJEIETCS HAIPSDKEHHOCThIO BHEIHETO
T10JIs1 H30TPOIMHAs YacTh GPYHKIIHH PacIIpeIeNieHHs1 TAKKe CHIIBHO 3aBHCHT OT TOTO MOJIL. Bbl-
YHCJIEHO XapaKTEPHOE 3HaUEHHE JIEKTPHYECKOTO ITOJI It KpHcTata Ge.
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INFLUENCE OF ELECTRIC FIELD ON DISTRIBUTION OF CHARGE — CARRIERS
Kh. A HASANOV
SUMMARY

Using the kinetic equation the isotropic part of the distribution function of electrons in
non-degenerate semiconductors is obtained in diffusion approximation. The dependences of the
electron temperature and distribution function on the electric field strength are determined in
scattering of electrons at both the deformation potential and piezoelectric potential of the crys-
tal. Because of the electron temperature is determined by the external field strength the iso-
tropic part of the distribution function strongly depends on this field, too. The characteristic
magnitude of the electric field is calculated for the Ge — crystal.
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